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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導波路、および前記導波路の入力面に近接したポケットを含む構造と、
　出力面を有し、前記ポケット内に位置決めされるレーザと、
　前記レーザおよび前記ポケットの壁部の少なくとも一方にある停止部とを含み、
　前記レーザの出力面と前記導波路の前記入力面とが前記レーザおよび前記ポケットの前
記壁部の少なくとも一方にある凹部によって分離されるように、前記停止部において前記
レーザは前記ポケットの前記壁部に当接する、装置。
【請求項２】
　前記停止部は前記ポケットの前記壁部における前記凹部に近接する、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　前記停止部は前記レーザの前記出力面に近接する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記レーザの上の第１の複数個のパッドと；
　前記ポケットにおける第２の複数個のパッドと；
　前記第１および第２の複数個のパッドの個々のパッド間に位置決めされるボンディング
材料とをさらに含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１および第２の複数個のパッドの間の相対的な整列は、所望の基準面に関してオ
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フセットされる、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記レーザと前記ポケットの底部との間において位置決めされたヒートシンクをさらに
含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記ポケットの底部における溝と、
　前記レーザから前記溝内に延在するメサとをさらに含む、請求項１～６のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項８】
　前記ポケットおよび前記レーザの縁部間に付加的な停止部をさらに含む、請求項１～７
のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記ポケットは、前記壁部と底部とを有し、
　前記レーザは、ボンディング材料を介して前記ポケットの前記底部に搭載される、請求
項１～８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ボンディング材料は、前記ポケットの前記底部に直交する垂直方向において、前記
レーザと前記導波路との整列を制御する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記レーザの前記出力面は、前記導波路の前記入力面に向かって、前記ポケットの底部
に沿う横方向に、光を向ける、請求項１～１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記レーザの前記出力面と前記導波路の前記入力面との間の距離の制御は、前記凹部を
形成するために用いられるフォトリソグラフィプロセスの精度によって規定される、請求
項１～１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記レーザは、前記凹部の両側において前記壁部に当接する、請求項１～１２のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記レーザは、エッジ発光レーザダイオードを含む、請求項１～１３のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記構造は、スライダを含む、請求項１～１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記導波路は、チャネル導波路を含む、請求項１～１５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　導波路、および前記導波路の入力面に近接するポケットを含む構造をあたえることと、
　出力面を有するレーザを前記ポケット内に位置決めすることと、
　前記レーザの前記出力面と前記導波路の前記入力面とが前記レーザおよび前記ポケット
の前記壁部の少なくとも一方にある凹部によって分離されるように、前記レーザおよび前
記ポケットの前記壁部の少なくとも一方にある停止部において前記レーザが前記ポケット
の前記壁部に当接するまで、前記レーザを前記ポケットの前記壁部に向かって押進めるこ
とと、
　前記レーザと前記導波路との相対的位置を固定することとを含む、方法。
【請求項１８】
　前記停止部は前記ポケットの前記壁部における前記凹部に近接する、請求項１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記レーザを前記ポケットの前記壁部に向かって押進めることは、表面張力を用いて前
記レーザを前記壁部に向かって押して、前記レーザの前記出力面を前記導波路の前記入力



(3) JP 5812931 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

面と整列させることを含む、請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記レーザは、前記停止部との接触に先立って、前記ポケットの底部における所望の基
準面に関してオフセットされる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記レーザと前記停止部との間の接触が、完全な整列に先立って達せられるように、レ
ーザパッドと基板パッドとの間の相対的な整列がオフセットされる、請求項１９または２
０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ポケットと前記レーザとの間の隙間に水素ラジカルおよび表面活性化ガスの少なく
とも１つを注入することをさらに含む、請求項１７～２１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ポケットは、前記壁部と底部とを有し、
　前記レーザと前記ポケットの前記底部との間のボンディング材料を介して、前記レーザ
と前記導波路との相対的位置が固定される、請求項１７～２２のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記ボンディング材料は、前記ポケットの前記底部に直交する垂直方向において、前記
レーザと前記導波路との整列を制御する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記レーザの前記出力面は、前記導波路の前記入力面に向かって、前記ポケットの底部
に沿う横方向に、光を向けるように、前記レーザは前記ポケット内に位置決めされる、請
求項１７～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記レーザの前記出力面と前記導波路の前記入力面との間の距離の制御は、前記凹部を
形成するために用いられるフォトリソグラフィプロセスの精度によって規定される、請求
項１７～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記導波路は、チャネル導波路を含む、請求項１７～２６のいずれか１項に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　この出願は、４／３０／２０１０に提出され、その内容全体がここに引用により援用さ
れる、米国仮出願第６１／３３０，０６７号の恩恵を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　熱補助された磁気記録（ＨＡＭＲ）は、一般に、局所的に記録媒体を加熱することによ
り、媒体の保磁力を低減して、印加される書込み磁界が、熱源によって引起された媒体の
一時的な磁気鈍しの間において、媒体の磁化をより容易に方向付けることができるように
する概念を指す。厳密に制限された高パワーレーザ光点を、記録媒体の一部を加熱するた
めに用いることができる。次いで、加熱された部分は、加熱された部分の磁化の方向を設
定する磁界にさらされる。ＨＡＭＲでは、周囲温度における媒体の保磁力は、記録中にお
ける保磁力よりはるかに高くなり得、それによって、はるかに高い記録密度およびはるか
に小さなビットセルで、記録されたビットの安定性を可能にする。
【０００３】
　記録媒体上に光を向けるための１つの方策は、読取り書込みヘッド（「スライダ」とも
呼ばれる）上に取付けたレーザダイオードを用いる。レーザダイオードは、スライダの空
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気軸受面に近接した小さなスポットに光を伝搬する平面導波路に、光を向ける。近接場ト
ランスデューサ（ＮＦＴ）を、さらに光を集光するために、含むことができる。近接場ト
ランスデューサは、指定の光波長で局在表面プラズモン（ＬＳＰ）状態に到達するために
設計される。ＬＳＰでは、近接場トランスデューサを囲む高い場が、金属における電子の
集合的な振動のために現れる。場の一部は近接する媒体内にトンネリングし、吸収にされ
、記録のために媒体の温度を局所的に上昇させる。
【０００４】
　熱補助された磁気記録（ＨＡＭＲ）に対する大きな配慮は、光学的パワー源として用い
られるレーザダイオードの位置である。１つの現在の設計はレーザダイオードをスライダ
の頂部に置く。レーザダイオードからの放射は、外部光学素子を用いて、合焦させられ導
波路上で結合格子に向けられる。この方法は外部光学素子の開発を必要とし、スライダを
１つずつ組立てることおよび能動的整列を用いることによって実現され得る。
【０００５】
　考えられ得るある実施例は、スライダの後縁内にレーザダイオードを統合し、導波路結
合器を用いて、固浸ミラー（ＳＩＭ）および／またはチャネル導波路のような光位置決め
素子の組合せを用いながら、レーザを近接場トランスデューサに案内する。レーザから導
波路まで光の所望された結合を達成するために、レーザダイオードと導波路との間の適切
な整列が必要である。加えて、コスト効率の良い態様においてこれを達成する必要がある
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　概要
　１つの局面では、ある装置は：チャネル導波路、およびチャネル導波路の入力面に近接
するポケットを含む構造と；出力面を有し、ポケット内に位置決めされるレーザと；レー
ザおよびポケットの壁部の少なくとも１つの上の停止部とを含み、レーザの出力面および
導波路の入力面が隙間によって分離されるように、停止部はレーザとポケットの壁部との
間においてインタフェースに位置決めされる。
【０００７】
　別の局面では、ある方法は：チャネル導波路、およびチャネル導波路の入力面に近接す
るポケットを含む構造をあたえるステップと；出力面を有するレーザをポケット内に位置
決めするステップと；レーザの出力面および導波路の入力面が隙間によって分離されるよ
うに、レーザおよびポケットの壁部の少なくとも１つの上の軸方向停止部がレーザとポケ
ットの壁部との間のインタフェースに位置決めされるまで、レーザをポケットの壁部に向
かって押進めるステップと；レーザとチャネル導波路との相対的位置を固定するステップ
とを含む。
【０００８】
　別の局面では、ある方法は、キャリヤウェハをヘッドウェハに対して位置決めして、キ
ャリヤウェハの複数個のレーザダイオードの各々を、ヘッドウェハの複数個のスライダ部
分の対応する１つの整列特徴と整列させるステップと；キャリヤウェハおよびヘッドウェ
ハの少なくとも１つにおける開口部を介してキャリヤウェハとヘッドウェハとの間にガス
を注入して、それらの間のはんだ表面上に優先的な表面状態を形成するステップと；リフ
ロー動作を実行して、レーザダイオードを対応するスライダ部分に接合するステップとを
含み、リフロー動作は、さらに、それらの間に、スライダ部分の整列特徴と協働して最終
整列を引起す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例に従ってスライダを含むことができるディスクドライブの形でのデータ記
憶装置の表現図である。
【図２】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
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【図３】レーザダイオードおよびスライダの一部の等角図である。
【図４】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
【図５】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
【図６】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
【図７】スライダにおけるポケットの一部の等角図である。
【図８】ボンディングパッドを含む、スライダにおけるポケットの一部の断面図である。
【図９】ボンディングバンプを含む、スライダにおけるポケットの一部の断面図である。
【図１０】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
【図１１】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
【図１２】レーザダイオードおよびスライダの一部の断面図である。
【図１３】複数個のレーザダイオードを含む第１のウェハ、および複数個のスライダを含
む第２のウェハの断面図である。
【図１４】複数個のレーザダイオードを含む第１のウェハ、および複数個のスライダを含
む第２のウェハの断面図である。
【図１５】複数個のレーザダイオードを含む第１のウェハ、および複数個のスライダを含
む第２のウェハの断面図である。
【図１６】例示的実施例に従うレーザダイオードの斜視図である。
【図１７】例示的実施例に従うスライダへのレーザダイオードの組付けを示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　詳細な記載
　図１は、実施例に従って構築されるスライダを含むことができるディスクドライブ１０
の形でのデータ記憶装置の表現図である。ディスクドライブ１０は、ディスクドライブの
さまざまな構成要素を含むようサイズ決めされ構成されたハウジング１２（この図におい
ては、上側部分が取外され、下側部分が可視である）を含む。ディスクドライブ１０は、
ハウジング内において少なくとも１つの磁気記憶媒体１６で回転するためのスピンドルモ
ータ１４を含む。少なくとも１つのアーム１８がハウジング１２内に含まれ、各アーム１
８は、記録ヘッドまたはスライダ２２を有する第１の端部２０、および軸受２６によって
シャフト上で旋回するよう取付けた第２の端部２４を有する。アクチュエータモータ２８
は、アームの第２の端部２４に位置して、アーム１８を旋回させて、ディスク１６の所望
のトラック２７の上に記録ヘッド２２を位置決めする。アクチュエータモータ２８は、こ
の図において示されないが、当技術分野において周知のコントローラによって規制される
。
【００１１】
　熱補助された磁気記録（ＨＡＭＲ）に対しては、電磁放射、たとえば、可視光、赤外線
光または紫外線光を記録媒体の表面上に向けて、媒体の局所化された領域の温度を上昇さ
せて、加熱された領域の磁化の切換を容易にする。ＨＡＭＲ記録ヘッドの最近の設計は、
記録媒体の局所化された加熱のために、記録媒体に光を案内するよう、スライダ上に薄膜
導波路を含む。記録ヘッドの空気軸受面に位置決めされた近接場トランスデューサを用い
て、電磁放射を記録媒体上の小さなスポットに向けることができる。
【００１２】
　一実施例に従って構築されたＨＡＭＲ記憶装置では、レーザダイオードチップがスライ
ダ上に位置決めされる。レーザダイオード出力および導波路の精密な整列は、停止部およ
び段差のような特別に設計された特徴を有するレーザダイオードベッド（キャビティまた
はポケットとも呼ばれる）を用いることによって達成される。
【００１３】
　図２は、熱補助された磁気記録で用いられるスライダの例の断面図である。スライダ３
０は、基板３２、基板上のベースコート３４、ベースコート上の導波路３６、および導波
路に近接して位置決めされる書込み磁極３８を含む。コイル４０は、書込み磁極を次々に
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回す導体を含む。レーザダイオード４２は、導波路の入力面４４上に光を向けるよう、ス
ライダ上に位置決めされる。次いで、光は、導波路を通過し、スライダの空気軸受面５０
に近接して位置決めされる記憶媒体４８の一部４６を加熱するよう用いられる。光は、さ
らに熱効果を制御するために、近接場トランスデューサとともに用いられてもよい。レー
ザダイオードの出力面５２を導波路の入力面と整列させて、レーザダイオードから導波路
まで光の高効率結合を達成することは、望ましい。加えて、レーザダイオードの出力面５
２と導波路の入力面との間の物理接触は、そのような接触から生じるかもしれない面への
損傷を防ぐよう回避されることになる。
【００１４】
　１つの局面では、熱補助された磁気記録（ＨＡＭＲ）のためのスライダ上のレーザダイ
オードおよび導波路の整列のための方法。スライダは、レーザダイオードがスライダ上に
置かれるとき、レーザダイオードおよびチャネル導波路の受動的整列のための幾何学的な
特徴を含む。
【００１５】
　図３は、前側面停止部６４および６６を有するポケット６２（ベッドまたはキャビティ
とも呼ばれる）を有するスライダ６０の一部の例を示す。スライダは、ポケットに近接し
た入力面７０を有する平面導波路部分６８を含む。入力面はポケットの壁部７４における
凹部７２中にあり、停止部６４および６６は凹部の両側にある。レーザダイオード７６は
、レーザチップの形式であり得、レーザが電磁放射、たとえば可視光、赤外線光または紫
外線光を発する出力面７８を含む。レーザダイオードはポケットにおいて位置決めされ、
停止部６４および６６と当接するまで、導波路に向かって移動させることができる。停止
部は、レーザ出力面と導波路入力面との間の接触を防ぐ。
【００１６】
　図３の装置については、整列は、ポケットにレーザダイオードを置き、レーザダイオー
ドを停止部へと前に押すことによって、レーザの出力面と導波路の入力面との間において
達成される。導波路側の入力面は垂直エッチングプロセスによって形成することができ、
レーザダイオードの活性出力領域（つまり出力面）より広くなり得る。この設計は、レー
ザダイオードの出力面と導波路の入力面との間の距離の精密な制御を可能にする。レーザ
ダイオードの出力面と導波路の入力面との間の距離８０は、ポケットの壁部における凹部
の深さで規定される。したがって、レーザダイオードの活性領域は導波路との機械的な接
触になく、損傷を受けないままである。
【００１７】
　横方向（つまりＸ方向）における、レーザ出力面と導波路入力面との間の相対的位置は
、ポケットの壁部におけるエッチングされた段差およびレーザダイオード上の１つ以上の
停止部で制御することができる。これは図４で示される実施例において示され、そこでは
スライダ９０の一部は導波路９２およびポケット９４を含む。この例では、レーザダイオ
ード９６は１つ以上の停止部９８および突き出す部分１００を含む。レーザダイオード側
の停止部は、レーザ出力面１０２の両側に位置決めされた突起であり得る。代替的に、停
止部はレーザダイオードの側部の部分であって、出力面はその側部において窪ませられ得
る。この構造では、レーザダイオード上の停止部と出力面との間の距離は、フォトリソグ
ラフィプロセスによって規定することが考えられ得る。したがって、幾何学的な距離制御
はフォトリソグラフィプロセスの精度と同じであり、それは５０ｎｍ未満であり得る。
【００１８】
　横方向整列（つまりＺ方向における）に備える構造が図５において示される。構造は、
ポケットのベースにおける１つ以上のエッチングされた溝、およびレーザチップ上のメサ
構造を含む。図５の実施例では、レーザダイオード１１０は、ポケット１１６のベースま
たは底部で溝１１４内に嵌まる、長手方向に延在するメサまたは突起１１２を含む。メサ
を用いて、単一モードレーザダイオードのための光学的および電流の閉込めを規定するこ
とが考えられ得る。この構成では、突出するメサの中央の部分は活性レーザ量子井戸を含
む。外側領域（それは機械的参照のために用いられる）は、レーザのベース基板材料まで
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エッチング除去される。
【００１９】
　図６は、別の実施例に従って構築されたスライダ１２０の一部の概略図である。図６の
実施例では、垂直方向（つまりＹ方向）における整列は、ボンディングプロセス（そこに
おいては、レーザダイオード１２２はボンディング化合物１２４によってスライダポケッ
トにおいて取付けられる）中に制御される。スライダは、エッチングされた停止部１２６
および１２８を含んで、ボンディング化合物の厚みの精密な制御なしで垂直距離制御をあ
たえる。レーザダイオードチップの反復可能な垂直位置を得る１つの態様は、それをボン
ディングプロセス中に下に保持することである。レーザチップの保持に対する別の方策は
、ボンディング中にボンディング化合物の表面張力を用いることである。この方策は２ス
テッププロセスであると考えることができる。第１のステップは２～５ミクロンの粗い公
差でポケットにレーザダイオードチップを置くことである。第２のステップでは、表面張
力を用いて、ボンディング化合物を用いるリフロープロセスの結果、レーザダイオードお
よびチャネル導波路を精密に整列させることが考えられる。
【００２０】
　図７は、停止部１４４および１４６を有するポケット１４２を有するスライダ１４０の
一部の例を示す。スライダは、ポケットに近接した入力面１５０を有する平面導波路部分
１４８を含む。入力面はポケットの壁部１５４における凹部１５２にあり、停止部１４４
および１４６は凹部の両側にある。レーザダイオード１５６は、レーザチップの形式であ
り得、レーザが電磁放射、たとえば可視光、赤外線光または紫外線光を発する出力面１５
８を含む。レーザダイオードはポケットにおいて位置決めされ、停止部１４４および１４
６と当接するまで、導波路に向かって移動させることができる。停止部は、レーザ出力面
と導波路入力面との間の接触を防ぐ。
【００２１】
　図７の例については、整列は、ポケットにレーザダイオードを置き、レーザダイオード
を停止部へと前に押すことによって、レーザの出力面と導波路の入力面との間において達
成される。導波路側の入力面は垂直エッチングプロセスによって形成することができ、レ
ーザダイオードの活性出力領域（つまり出力面）より広くなり得る。この設計は、レーザ
ダイオードの出力面と導波路の入力面との間の距離の精密な制御を可能にする。より具体
的には、レーザダイオードの出力面と導波路の入力面との間の距離１６０は、ポケットの
壁部における凹部の深さで規定される。したがって、レーザダイオードの活性領域は導波
路との機械的な接触になく、損傷を受けないままである。
【００２２】
　複数個のはんだバンプ１６２がポケット１４２の底部１６４上に位置決めされる。レー
ザダイオードコンタクトパッド１６４もポケットの底部上に位置決めされ、図７において
示された形状を有し得る。ポケットの底部のコンタクトパッド１６６はヒートシンクとし
て役立つ。最終のレーザダイオードチップ位置は、濡れ領域の位置、ポケットの底部とレ
ーザダイオードとの間のボンディング化合物（共晶）材料の量、および停止部設計に依存
する。図７の構造は、フリップチップボンディング方法において用いることができる。ボ
ンディング化合物の例ははんだおよびエポキシを含む。
【００２３】
　図８－図１２は、停止部に向かってレーザダイオードを押進めるためにどのようにボン
ディングプロセスを用いることができるか示す。図８は、スライダ１７０においてポケッ
トの底部の一部の断面図を示す。シード層１７２はポケットの底部上に位置決めされる。
複数個の導体パッド１７４がシード層の上の絶縁体１７６における開口部上に位置決めさ
れる。コンタクトパッドは、十分なはんだバンプの形成を可能にする、濡れ性を有する「
バンプ下地金属」（ＵＢＭ）材料、たとえばＡｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、ＴｉＷから
形成される。絶縁材料１７６は、コンタクトパッド間に位置決めされる。コンタクトパッ
ドは、単に位置決め用、またはさらに電気的接点用に用いられてもよい。
【００２４】
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　図９は、コンタクトパッド１７４上に複数個のボンディング化合物（たとえば共晶材料
）バンプ１７８の追加を伴う、図８の構造の断面図を示す。
【００２５】
　図１０は、シード層１８３を底面上に有するレーザダイオード１８０、およびシード層
上に位置決めされた複数個のコンタクトパッド１８４の追加をともなう、図９の構造の断
面図を示す。絶縁材料１８６は、コンタクトパッド間に位置決めされる。レーザダイオー
ド上のコンタクトパッドの位置は、配置公差のため、ポケットにおけるコンタクトパッド
に関して固有にオフセットされる。
【００２６】
　図１１は材料リフロー（たとえばはんだリフロー）による自己整列を示し、そこでは、
レーザダイオードは、スライダにおける所望の基準面に関してオフセットされ、再度流れ
る共晶材料の表面張力が、矢印１８８によって示される力を生み出す。
【００２７】
　図１２は、共晶材料の凝固に続く、図１１の構造の断面図を示す。図８－図１２から、
ボンディング化合物の表面張力を用いて、レーザダイオード上のコンタクトパッドをポケ
ットにおけるコンタクトパッドと整列させることができることが理解できる。ダイオード
およびポケット上のコンタクトパッドの相対的位置を選択することによって、表面張力を
用いて、レーザを図３および図７における停止部と接触させることができる。加えて、バ
ンプは、自己整列平衡に到達する前に、レーザを機械的な停止部に駆動するよう、意図的
にオフセットさせることができる。
【００２８】
　ある実施例では、複数のレーザチップを同時に複数のスライダに接合することができる
。レーザダイオード出力面およびチャネル導波路の入力面の精密な整列は、停止部および
段差のような特別に設計された特徴を有するレーザダイオードベッドを用いることによっ
て達成される。レーザダイオードの配置の直後に、はんだリフローが、単一のツールで続
き、したがって、上に記載されたこれらの２つのプロセスステップは、効果的に１つの製
造ステップになる。この方法は図１３－図１５に示される。
【００２９】
　図１３は、複数個のスライダ部分２０２を含む第１のウェハ２００（ヘッドウェハとも
呼ばれる）、および複数個のレーザダイオード２０６を含む第２のウェハ２０４（キャリ
ヤウェハとも呼ばれる）の断面図である。スライダ部分は、複数個のはんだバンプ２１０
を各々が有するベッド２０８を含む。キャリヤウェハは、水素ラジカル源２１４からの水
素ラジカルの通過を可能にする複数個の開口部２１２を含む。レーザダイオードの各々は
複数個のはんだバンプ２１６をさらに含む。図１３に示されるように、２つのウェハが分
離されるとき、水素ラジカルは、はんだバンプを清浄にするために清浄機能を実行する。
水素ラジカルは大気のプラズマのようなプロセスを用いて形成することができる。代替的
に、（蟻酸のような）活性ガスを用いて、はんだ表面上に優先的な表面状態を形成しても
よい。
【００３０】
　図１４は図１３の構造を示し、そこでは、ベッドおよびダイオードにおけるはんだバン
プが合併するように、第２のウェハを第１のウェハに向かって移動させている。図１４で
示されたステップでは、表面張力を用いて、レーザダイオード出力面および導波路入力面
の最終的な相対的位置を規定する停止部にレーザダイオードを向かわせる。
【００３１】
　図１５は図１４の構造を示し、そこでは、キャリヤウェハを第１のウェハから遠ざかる
ように移動させ、レーザダイオードを第１のウェハに取付けたまま残す。
【００３２】
　一実施例では、ＡｌＴｉＣヘッドウェハは、レーザダイオードを受けるよう、導波路要
素およびエッチングされたベッド（またはポケット）をともなって製作される。これらの
ポケットは、機械的な停止部および／またははんだバンプのような受動的整列のための特
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徴を含んでもよい。エッチングされたポケットは、レーザダイオードチップの最終的な位
置を規定する。キャリヤウェハは、水素ラジカルおよび／または蟻酸蒸気のような化学的
活性物質の流れを可能にするよう、穴を含む。エッチングされたポケットのサイズは高速
ピックアンドプレイスツールの配置精度と一致すべきである。ポケット位置はヘッドウェ
ハにおけるスライダ部分の位置と一致する。キャリヤウェハのサイズはヘッドウェハと同
じか、またはより大きくあり得る。
【００３３】
　レーザダイオードは、高速ピックアンドプレイスツールを用いて、キャリヤウェハ上の
ポケットに入れることができる。レーザダイオードは、初めに、機械的な取付けなしで、
キャリヤウェハ上でポケットにある。振動または正しくない水平の向きによって引起され
る、考えられ得るレーザチップ移動は、キャリヤウェハポケット壁部によって制限される
。レーザチップの自由な移動を利用して、ポケット壁部を機械的停止部として用いること
により、配置工具位置変動を低減することが考えられる。
【００３４】
　化学的活性物質源は、キャリヤウェハと一致するサイズを有することができる。この化
学的活性物質源の一例は市販の大気プラズマツールである。
【００３５】
　レーザダイオードおよびスライダを組付けるプロセスは、図１３－図１５に示されるよ
うに、図１７のフローチャートに示されるステップを含む。最初に、キャリヤウェハは、
たとえば数ミリメートルの間隔で、ヘッドウェハの近くに位置決めされる（２３０）（図
１３を参照）。化学的活性物質源は、キャリヤウェハにおける穴を介する化学的活性物質
の流れをあたえるよう、キャリヤウェハの近くに位置決めされる（２３２）。化学的活性
物質源がオンに切換えられ（２３４）、ウェハははんだ融点より上に加熱される。ある時
間が、はんだリフローおよびはんだ表面の前清浄のため取られて（２３６）、はんだ表面
から酸化物を取除く。ウェハ間の隙間は、両方のウェハ上のはんだに清浄化物質が同時に
アクセス可能なように選択されるべきである。
【００３６】
　次に、ウェハを接触させて（２３８）、両方のウェハ上のはんだが互いに接触するよう
にする（さらに図１４を参照）。小間隙がはんだへのアクセスを制限するまで、清浄化プ
ロセスはボンディング直前まで継続する。機械的な停止部との受動的整列の場合には、付
加的な移動を適用して（２４０）、レーザダイオードチップを押してヘッドウェハ上の停
止部と接触させ、ヒータをオフに切換えてもよい（２４２）。はんだ凝固中、レーザを停
止部に向かって押し続ける（２４４）。凝固の後、キャリヤウェハは解放される（２５０
）（さらに図１５を参照）。自己整列のためのはんだバンプを用いる場合、レーザは浮遊
することを許され（２４６）、ヒータがオフに切換えられる（２４８）。レーザははんだ
凝固中は浮遊しているべきである。
【００３７】
　ボンドパッド外形およびレイアウトはレーザダイオードの自己整列特性上大きな効果が
ある。第１に、はんだアレイのサイズ、形状および量は、整列特性に直接影響する。名目
上のレイアウトが図１６に示され、中央ヒートシンク接続２２２および外側整列パッド２
２４をともなうエッジ発光レーザダイオード２２０のための自己整列ボンドパッドレイア
ウトの例を示す。パッドレイアウトは、はんだ自己整列、電気接点、およびスライダ／ヘ
ッド構造による熱の冷却をあたえるよう、はんだ自己整列バンプおよび細長いヒートシン
ク接続の組合せを含む。
【００３８】
　いくつかの実施例が記載されたが、特許請求の範囲から逸脱せずに、記載された実施例
へのさまざまな変更を行うことができることは当業者には明らかである。上に記載された
実現例および他の実現例は、特許請求の範囲内である。
【符号の説明】
【００３９】
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　３６　チャネル導波路、４４　入力面、６２　ポケット、５２　出力面、４２　レーザ
、７４　ポケットの壁部、６４，６６　停止部、７２　隙間。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４０】
【特許文献１】米国特許第７３５８１０９号明細書
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